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O carbeto de silicio (SiC) € um semicondutor que vem sendo estudado devido ao
seu bom desempenho a altas temperaturas e frequéncias, sendo conhecido também pela
sua alta dureza (niimero 9 na escala Mohs). Além disso, assim como o silicio (Si) o SiC
permite o crescimento térmico de filmes de dioxido de silicio (Si0O;), possibilitando seu
uso em dispositivos microeletronicos. No entanto, o SiO,/SiC, apresenta propriedades
elétricas inferiores quando comparado a estrutura SiO»/Si, sendo por isso investigado o
mecanismo de crescimento dos filmes de SiO, sobre SiC e a interface
dielétrico/semicondutor. Os filmes de SiO; sdo crescidos sobre o SiC termicamente via
oxidagdo seca com exposicdo dos substratos a uma atmosfera oxidante sob altas
temperaturas e pressoes subatmosféricas utilizando um reator de atmosfera estatica; ou
depositados por sputtering, onde atomos da superficie do material de interesse, SiO» no
caso, sdo arrancados por meio de particulas incidentes (ions de argdnio, Ar) que
transferem momentum aos atomos do alvo e sdo posteriormente depositados sobre o
substrato de Si ou SiC. Para permitir o estudo do mecanismo de transporte atdmico
durante os tratamentos térmicos e deposigdes usa-se a tragagem isotdpica, que utiliza
gases enriquecidos com algum nuclideo. Para o crescimento do filme dielétrico SiO, ¢
utilizado gas oxigénio enriquecido a 97% no isétopo '*O. A utilizagdo do gés oxigénio
enriquecido isotopicamente permite distinguir atomos incorporados durante o
tratamento térmico daqueles incorporados durante a exposicao das laminas ao ar. As
analises dos filmes depositados sdo feitas utilizando técnicas de reagdo nuclear,
incidindo prétons sobre o substrato e provocando sua reagdo com os dtomos do '*O para
formar atomos de nitrogénio 15 e particulas alfa ['*O(p, a)'’N]. A quantidade de
particulas o detectadas é proporcional a quantidade de 'O na amostra. Essa quantidade
pode ser determinada comparando a area do espectro das particulas o detectadas da
amostra, com a area do espectro de um padrio com quantidade conhecida de '*O. Para a
quantificacdo total de '*O incorporado num filme fino durante o tratamento térmico usa-
se a Analise por Reagdo Nuclear (NRA), utilizando energia adequada para garantir que
todos os atomos do filme tenham a mesma probabilidade de realizar a reagdo nuclear.
Para a determinagio da quantidade de '*O em funcio da profundidade da amostra
utiliza-se o Perfilamento por Reagdo Nuclear, onde incide-se o feixe de protons com
energia variavel fazendo-o penetrar na amostra e produzir particulas o de atomos desde
a superficie até diferentes profundidades. Assim, obtém-se um perfil que é o nimero de
particulas o em funcdo da energia do feixe. Na primeira etapa desta bolsa de iniciacao
cientifica, minhas atividades compreenderam a compreensdo da base tedrica € o
acompanhamento de analises realizadas por colegas. Até a data de realizagdo da Salao
de Inicia¢do Cientifica pretendo conduzir a obten¢do de amostras proprias e realizar
analises de forma independente.



